
АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.3.11 ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 

Основной целью дисциплины является изучение аспирантами 

физических основ и специальных вопросов физики полупроводников. К ним 

относятся следующие: структура и симметрия полупроводниковых 

кристаллов, методы расчета зонной структуры полупроводников, 

полупроводниковые наногетероструктуры и методы расчета и диагностики их 

энергетического спектра. 

Включает следующие направления исследований: 

Физические основы технологических методов получения 

полупроводниковых материалов, композитных структур, структур 

пониженной размерности и полупроводниковых приборов и интегральных 

устройств на их основе. 

Структурные и морфологические свойства полупроводниковых 

материалов, композитных структур и полупроводниковых приборов и 

интегральных устройств на их основе. 

Примеси и дефекты в полупроводниках, композитных структур и 

полупроводниковых приборов и интегральных устройств на их основе. 

Электронный транспорт в полупроводниках, композитных структур и 

полупроводниковых приборах и интегральных устройствах на их основе. 

Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках, в 

композиционных полупроводниковых структурах, и полупроводниковых 

приборах и интегральных устройствах на их основе. 

Спонтанная и стимулированная люминесценция в полупроводниковых 

материалах и композитных структурах, полупроводниковые лазеры и 

светоизлучающие устройства. 

Акустические и механические свойства полупроводников, 

композиционных полупроводниковых структур и полупроводниковых 

приборов и интегральных устройств на их основе. 

Спонтанная и стимулированная люминесценция в полупроводниковых 

материалах и композитных структурах, полупроводниковые лазеры и 

светоизлучающие устройства. 

Моделирование свойств и физических явлений в полупроводниках и 

композитных структурах на их основе, технологических процессов и 

полупроводниковых приборов. 

 Разработка физических принципов работы и создание приборов на базе 

полупроводниковых материалов и композиционных полупроводниковых 

структур. 

 Разработка методов исследования полупроводников и композитных 

полупроводниковых структур. 

Примеси и дефекты в полупроводниках и композитных структурах. 

Поверхность и граница раздела полупроводников, полупроводниковые 

гетероструктуры, контактные явления. 



Электронные спектры полупроводниковых материалов и 

композиционных соединений на их основе. 

Электронный транспорт в полупроводниках и композиционных 

полупроводниковых структурах. 

Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках и в 

композиционных полупроводниковых структурах. 

Спонтанная и стимулированная люминесценция в полупроводниковых 

материалах и композитных структурах, полупроводниковые лазеры и 

светоизлучающие устройства. 

Неравновесные явления в полупроводниках и структурах. Электронная 

плазма. 

 Акустические и механические свойства полупроводников и 

композиционных полупроводниковых структур. 

 Динамика кристаллической решетки. Электрон-фононное 

взаимодействие. 

 Многочастичные взаимодействия в полупроводниках и композитных 

структурах. 

 Транспортные и оптические явления в структурах пониженной 

размерности. 

 Мезоскопические явления в полупроводниках и композитных 

структурах. 

 Некристаллические полупроводники. Органические полупроводники. 

 Магнитные полупроводники. 
 


